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概要（Summary ）：

水素終端ダイヤモンド表面にパッシベーションを施

すことにより、従来の水素終端ダイヤモンドFETでは不可

能だった高温環境でも動作可能なMOSFETの作製を目

指す。

相談の結果、このパッシベーション膜の形成には、

Picosun社製ALD装置を用いたAl2O3膜の使用が適すると

考えられ、これの利用を検討する。
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